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【はじめに】強相関伝導性酸化物においては、1023 cm−3キャリア密度（n）を持つにもかかわらず、

電子の有効質量（m*）が重いため、プラズマ振動数が可視光以下になる。そのため近年、強相関

伝導性酸化物は新たな透明電極材料として期待されている[1]。我々は、この透明電極の性能を制

御するパラメータである n/m*の値を連続的に制御可能な SrTi1−xVxO3（STVO）[2]に注目した研究

展開を進めており、今回はその第一段階として、STVO の電子状態を放射光電子分光により決定

したので報告する。 

【実験方法】パルスレーザ堆積法により、Nb:SrTiO3 (Nb = 0.05 wt.%) (001)基板上に STVO薄膜を

エピタキシャル成長させた。硬 X線光電子分光測定は

SPring-8の BL47XUで行い、軟 X線光電子分光測定は

KEK-PFの BL-2A MUSASHIで行った。 

【結果と考察】図 1 に STVO 薄膜 (x = 0.6–1.0) にお

けるフェルミ準位（EF）近傍の硬 X線光電子スペクト

ルを示す。すべての組成で明確なフェルミ端が存在し

ていることから、x = 0.6–1.0の範囲では STVOは金属

であることが見て取れる。また、電気伝導性の良い

SrVO3 (x = 1.0)から xが減少すると、EF直下のコヒーレ

ントピーク強度が減少し、結合エネルギー1.0–2.0 eVに

存在するインコヒーレントピークの強度が増大する様

子が観測されている。これらの結果は、組成比を変え

ることにより n/m*の値を制御可能であることを示して

いる。講演では、軟 X線光電子分光測定の結果とあわ

せて、STVOの電子物性に関して議論する。 

【参考文献】 

[1] L. Zhang et al., Nat. Mater. 15, 204 (2016). 

[2] M. Gu et al., Appl. Phys. Lett. 103, 223110 (2013). 

 
Figure 1 Hard-x-ray photoemission spectra  

near EF of STVO thin films. 

第67回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2020 上智大学 四谷キャンパス)13a-PA3-17 

© 2020年 応用物理学会 04-055 6.3


